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(57)【要約】
【課題】  ゲート電極とドレーン電極の形状を新しい構
造に設計して、ドレーン電極とゲート電極間の寄生容量
Ｃ

GD
を最小化し高画質の液晶パネルを提供する。

【解決手段】  本発明は、液晶表示装置に係り、特に液
晶表示装置の動作特性を決定するスイッチング素子の構
成に関する。ゲート電極とアクティブ層とソース電極及
びドレーン電極で構成されるスイッチング素子におい
て、ゲート電極の一辺の中上記ドレーン電極と重なる部
分の一辺を内側に折れた形状で構成する。このようにす
れば、上記ドレーン電極とゲート電極が重なりながら発
生する寄生キャパシタンス値Ｃ

gs
が小さくなるのでフリ

ッカー（ｆｌｉｃｋｅｒ）が発生しない。したがって、
高画質の液晶表示装置を製作できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と；上記基板上に相互交差して画素
領域を定義するゲート配線とデータ配線と；上記二つの
配線に連結して、ゲート電極、アクティブ層、オーミッ
クコンタクト層、ソース及びドレーン電極で構成される
薄膜トランジスタと、
上記薄膜トランジスタと接触しながら上記画素領域上に
構成された画素電極とを含む液晶表示装置用アレイ基板
において、
上記ゲート電極は、上記ドレーン電極と重なる第１重畳
部と上記ソース電極と重なる第２重畳部を有し、
上記第１重畳部は、第１凹部を含むことを特徴とする液
晶表示装置用アレイ基板。
【請求項２】  上記ゲート電極は、ゲート配線から突出
されて上記データ配線の方向に第１長さを有し、上記ソ
ース電極は上記データ配線から突出されることを特徴と
する請求項１に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項３】  上記アクティブ層とオーミックコンタク
ト層は、上記データ配線の下部に延長形成されたことを
特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基
板。
【請求項４】  上記アクティブ層は、純粋な非晶質シリ
コンであって、上記オーミックコンタクト層は不純物が
混合された非晶質シリコンで構成されたことを特徴とす
る請求項３に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項５】  上記第１凹部は、"Ｖ"字形状であること
を特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基
板。
【請求項６】  上記第２重畳部は、第２凹部を含むこと
を特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置用アレイ基
板。
【請求項７】  上記第２凹部は、"Ｖ"字形状であること
を特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置用アレイ基
板。
【請求項８】  上記第１凹部は、上記データ配線の方向
に第２長さを有し、上記第２長さは上記第１長さより小
さくて約４μｍより大きいことを特徴とする請求項５に
記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項９】  第１凹部を有する第１辺と上記第１辺と
向い合う第２辺を有するゲート電極とゲート配線を基板
上に形成する段階と；上記ゲート電極とゲート配線を覆
うゲート絶縁膜を形成する段階と；上記ゲート絶縁膜上
にアクティブ層を形成する段階と；上記アクティブ層上
部にオーミックコンタクト層を形成する段階と；上記ゲ
ート配線と垂直で交差して画素領域を定義するデータ配
線と、上記ゲート電極の第２辺と重なるソース電極と、
上記ゲート電極の第１辺と重なるドレーン電極を上記オ
ーミックコンタクト層上部に形成する段階と；上記デー
タ配線とソース及びドレーン電極が構成された基板の全
面に、上記ドレーン電極の一部を露出するドレーンコン*
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*タクトホールを有する保護膜を形成する段階と；上記ド
レーンコンタクトホールを通して上記ドレーン電極と接
触して上記画素領域上に配置する画素電極を形成する段
階とを含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板
の製造方法。
【請求項１０】  上記ゲート電極は、上記第１辺に沿っ
てゲート配線から突出されて第１長さを有し、上記ソー
ス電極は、上記データ配線から突出されることを特徴と
する請求項９に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造
方法。
【請求項１１】  上記アクティブ層とオーミックコンタ
クト層は、上記データ配線の下部に延長形成されたこと
を特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置用アレイ
基板の製造方法。
【請求項１２】  上記アクティブ層は、純粋な非晶質シ
リコンであって、上記オーミックコンタクト層は不純物
が混合された非晶質シリコンで形成されたことを特徴と
する請求項１１に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製
造方法。
【請求項１３】  上記第１凹部は、"Ｖ"字形状であるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置用アレ
イ基板の製造方法。
【請求項１４】  上記第２辺は、第２凹部を含むことを
特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法。
【請求項１５】  上記第２凹部は、"Ｖ"字形状であるこ
とを特徴とする請求項１４に記載の液晶表示装置用アレ
イ基板の製造方法。
【請求項１６】  上記第１凹部は、上記データ配線の方
向に第２長さを有し、上記第２長さは、上記第１長さよ
り小さく約４μｍより大きいことを特徴とする請求項１
３に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１７】  基板と；上記基板上部に形成されて第
１凹部を有する第１辺と上記第１辺と向い合う第２辺を
有するゲート電極と；上記ゲート電極上部のアクティブ
層と；上記アクティブ層上部に形成されて、上記ゲート
電極と上記第１辺で重なるドレーン電極と上記ゲート電
極と上記第２辺で重なるソース電極とを含むことを特徴
とする薄膜トランジスタ。
【請求項１８】  上記第１凹部は、"Ｖ"字形状であるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１９】  上記第１辺は第１長さを有して、上記
第１凹部は第２長さを有し、上記第２長さは上記第１長
さより小さくて約４μｍより大きいことを特徴とする請
求項１８に記載の薄膜トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置（Ｌ
ＣＤ）用アレイ基板に関して、特にアレイ基板上に形成
されたスイッチング素子（Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ ｄｅｖ
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ｉｃｅ）に係り、上記スイッチング素子でゲート電極
（ｇａｔｅ  ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）とドレーン電極（ｄ
ｒａｉｎ  ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）の重なる面積部分に発
生する寄生容量Ｃ

GD
を減らしてキックバック電圧ΔＶ

P

の値を減らす方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】図１は、一般的な液晶表示装置を概略的
に示した図面である。図示した通り、一般的なカラー液
晶表示装置１１は、サブカラーフィルタ７と上記各カラ
ーフィルタ７間に構成されたブラックマトリックス６と
上記サブカラーフィルタとブラックマトリックス上部に
蒸着された共通電極１８が形成された上部基板５と、画
素領域Ｐと画素領域上に形成された画素電極１７とスイ
ッチング素子Ｔとアレイ配線が形成された下部基板２２
で構成され、上記上部基板５と下部基板２２間には液晶
１４が充填されている。
【０００３】上記下部基板２２は、アレイ基板（ａｒｒ
ａｙ  ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）とも言い、スイッチング素
子である薄膜トランジスタＴをマトリックス形態（ｍａ
ｔｒｉｘ ｔｙｐｅ）で配置して、このような多数の薄
膜トランジスタＴと交差するゲート配線１３とデータ配
線１５が形成される。この時、上記画素領域Ｐは、上記
ゲート配線１３とデータ配線１５が交差して定義される
領域であり、上記画素領域Ｐ上には前述したように、透
明な画素電極１７が形成される。上記画素電極１７は、
インジウム－スズ－オキサイド（ｉｎｄｉｕｍ－ｔｉｎ
－ｏｘｉｄｅ：ＩＴＯ）のように光の透過率が比較的優
れた透明導電性金属を用いる。
【０００４】前述したような構成を有する液晶パネル
は、液晶の電気光学的効果に起因した駆動を行う。詳細
に説明すれば、上記液晶層（図１の１４）は、自発分極
（Ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ  ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏ
ｎ）特性を有する誘電異方性物質であり、電圧が印加さ
れれば自発分極により双極子（Ｂｉｐｏｌａｒ）を形成
することによって電界の印加方向によって分子の配列方
向が変わる特性を有する。したがって、このような配列
状態によって光学的特性が変わることによって電気的な
光変調が生じるようになる。このような液晶の光変調現
象により、光を遮断または通過させる方法でイメージを
具現するようになる。
【０００５】図２は、図１の構成中、アレイ基板の一部
を概略的に示した拡大平面図である。前述した構成中、
上記液晶層（図１の１４）を駆動するために必要な要素
は、走査信号（ｓｃａｎｎｉｎｇ  ｓｉｇｎａｌ、ゲー
ト電圧）を伝達するゲート配線１３と、映像信号（Ｉｍ
ａｇｅ  ｓｉｇｎａｌ、データ電圧）を伝達するデータ
配線１５と、上記ゲート配線とデータ配線に各々連結し
て、上記ゲート配線１３とデータ配線１５が交差する地
点に配置するスイッチング素子である薄膜トランジスタ
Ｔと、上記薄膜トランジスタに連結した画素電極（ｐｉ

4
ｘｅｌ  ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１７である。
【０００６】上記薄膜トランジスタＴは、上記ゲート配
線１３と連結したゲート電極３１と、上記ゲート電極３
１上部で上記ゲート電極３１と所定面積重なって形成さ
れるソース電極３３及びドレーン電極３５で構成され、
上記ソース電極３３とドレーン電極３５は、半導体層
（以下"アクティブ層；ａｃｔｉｖｅ  ｌａｙｅｒ"と称
する）３２を間に置いて離隔して形成される。上記アク
ティブ層３２は、一般的に非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：
Ｈ）を用いて形成し、場合によってはポリシリコン（ｐ
ｏｌｙ ｓｉｌｉｃｏｎ）で形成できる。
【０００７】上記ソース電極３３は、データ配線１５と
連結して形成されて、上記ドレーン電極３５は上記画素
領域Ｐ上に配置した画素電極１７と連結する。ここで、
上記画素電極１７の一部は、上記画素領域Ｐを定義する
ゲート配線１３の上部まで延びて上記ゲート配線と一緒
にストレージキャパシタＣ

ST
（C）をなす。（場合によ

ってストレージキャパシタの構成は多様に変形でき
る。）
【０００８】前述した構成において、上記液晶パネル
は、上記ゲート配線１３に接続されたゲート電極３１に
走査信号（ゲート電圧）を印加してスイッチング素子を
オン状態にし、上記走査信号により同期されてドレーン
電極から振幅が変調された映像信号が画素に伝達されれ
ば、上記伝えられた信号により上記画素電極上に分布し
た液晶（図１の１４）が分極して再配列するようにな
る。
【０００９】もし、ゲート配線１３が選択されないとオ
フ状態になって、薄膜トランジスタＴを通して画素領域
Ｐに蓄積された電荷（データ電圧）がオフ状態において
薄膜トランジスタＴ及び液晶（図１の１４）に放電する
ようになる。このような現象を防止するために、上記ス
トレージキャパシタＣは、上記画素電極１７に並列で連
結して用いるようになり、上記ストレージキャパシタは
放電された電荷を補充してデータ電圧を維持する役割を
するようになる。
【００１０】前述したアレイ基板の構成中、上記ドレー
ン電極に入力された映像信号は、上記薄膜トランジスタ
Ｔの端子間寄生容量（ｐａｒａｓｔｉｃ  ｃａｐａｃｉ
ｔａｎｃｅ）により影響を受けて変動する。上記薄膜ト
ランジスタＴの端子間寄生容量成分は、上記ゲート電極
３１とソース電極３３が重なる部分と上記ゲート電極３
１とドレーン電極３５が重なる部分で発生する。特に、
上記ゲート電極３１とソース電極３３間のキャパシタに
蓄積される容量をＣ

GS
とし、上記ゲート電極３１と上記

ドレーン電極３５が重なる部分で発生する寄生容量をＣ

GD
とする。この時、上記半導体領域が飽和状態の時、上
記パネルの電荷は上記ドレーン電極３５側に集中するた
めに上記寄生容量Ｃ

GD
成分が大きくなる。

【００１１】以下、上記アクティブチャンネルでの電子
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移動度による薄膜トランジスタの動作特性と、上記薄膜
トランジスタの寄生容量Ｃ

GD
に対して、図３を参照して

説明する。図３は、図２中薄膜トランジスタが構成され
た領域を拡大した拡大平面図である。薄膜トランジスタ
Ｔは、ゲート電極３１とソース電極３３及びドレーン電
極３５と、上記ゲート電極３１とソース電極３３及び上
記ゲート電極３１とがともに重なって構成されるアクテ
ィブ層３２で構成される。
【００１２】上記薄膜トランジスタＴの構成において、
上記ゲート電極３１に入力されるゲート電圧がオン状態
で、データ配線１５を通して流れる信号電圧は、上記ド
レーン電極３５を通じて上記液晶キャパシタ（ＬＣ ｃ
ａｐａｃｉｔｏｒ）及びストレージキャパシタ（ｓｔｏ
ｒａｇｅ ｃａｐａｃｉｔｏｒ）（図２のＣ

ST
）に印加

される。この時、印加された信号電圧は、ゲート電圧が

6
オフされた後にも続けて維持される。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記ゲート電
極３１とドレーン電極３３の重なる面積Ｄ部分に発生す
る寄生容量Ｃ

GD
のために、画素電圧Ｖｐは、ΔＶ

P
の電

圧移動（ｖｏｌｔａｇｅｓｈｉｆｔ）が発生する。これ
を、一般的に、レベル移動電圧（ｌｅｖｅｌｓｈｉｆｔ
  ｖｏｌｔａｇｅ）またはキックバック電圧（ｋｉｃｋ
ｂａｃｋ  ｖｏｌｔａｇｅ）という。このようなキック
バック電圧ΔＶ

P
は、寄生容量により交流駆動する画素

電圧Ｖｐに発生する直流電圧オフセット（ｖｏｌｔａｇ
ｅ  ｏｆｆｓｅｔ）ΔＶである。
【００１４】このようなオフセットは、下記のような式
（１）により表現される。

  ΔＶ
P
＝Ｃ

GD
（Ｖ

GH
－Ｖ

GL
）／（Ｃ

LC
＋Ｃ

ST
＋Ｃ

GD
）      （

１）ここで、Ｃ
LC
：液晶のキャパシタ容量、Ｃ

ST
：ストレー

ジキャパシタンス、Ｖ
GH
：ゲートハイ電圧（Ｔ  Ｏ

Ｎ）、Ｖ
GL
：ゲートロー電圧（Ｔ  ＯＦＦ）、Ｃ

GD
：ゲ

ート電極とドレーン電極の重なる面積部分に発生する寄
生容量である。このようなオフセット電圧は、液晶ディ
スプレーにおいてパネルのちらつき（ｆｌｉｃｋｅｒ）
とイメージ固着（ｉｍａｇｅ  ｓｔｉｃｋｉｎｇ）と画
面明るさの不均一性などを起こす。したがって、画質不
良を誘発する問題がある。
【００１５】このような問題点を解決するために、本発
明は、上記ゲート電極とドレーン電極の形状を新しい構
造に設計して、ドレーン電極とゲート電極間の寄生容量
Ｃ

GD
を最小化して高画質の液晶パネルを製作するのにそ

の目的がある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】前述したような目的を達
成するための本発明による液晶表示装置用アレイ基板
は、透明な絶縁基板と；上記基板上に相互交差して画素
領域を定義するゲート配線とデータ配線と；上記二配線
の交差点に構成されて、上記ゲート配線から突出形成さ
れたゲート電極と、アクティブ層と、上記データ配線か
ら突出形成されたソース電極とこれとは所定間隔離隔さ
れたドレーン電極と、上記ソース及びドレーン電極と上
記アクティブ層間に介在されたオーミックコンタクト層
で構成された薄膜トランジスタにおいて、上記ドレーン
電極と重なるゲート電極の一側辺は所定の角で内側に折
れた形状である薄膜トランジスタと；上記ドレーン電極
と接触しながら上記画素領域上に構成された透明電極を
含む。
【００１７】上記アクティブ層とオーミックコンタクト
層は、上記データ配線の下部に延長形成して構成する。
【００１８】上記アクティブ層は、純粋な非晶質シリコ
ンであって、上記オーミックコンタクト層はｎ+または
ｐ+不純物が混合された非晶質シリコンで構成する。

【００１９】上記ソース及びドレーン電極と重なるゲー
ト電極は、両側辺が所定の角を有して内側に折れた形状
で構成することもできる。
【００２０】本発明の特徴による液晶表示装置用アレイ
基板の製造方法は、透明な絶縁基板を準備する段階と；
上記基板上にゲート配線と上記ゲート配線から突出され
たゲート電極を形成することにおいて、上記ゲート電極
の一側辺は所定の角を有して内側に折れた形状で形成す
る段階と；上記ゲート電極とゲート配線を覆うゲート絶
縁膜を形成する段階と；上記ゲート電極上部のゲート絶
縁膜上に平面的に重なったアクティブ層とオーミックコ
ンタクト層を形成する段階と；上記ゲート配線と垂直で
交差して画素領域を定義するデータ配線と、上記データ
配線から所定面積突出されて上記ゲート電極の一側辺と
重なるソース電極とこれとは所定間隔離隔されて上記ゲ
ート電極の折れた他側辺と重なったドレーン電極を形成
する段階と；上記ソース電極及びドレーン電極の離隔さ
れた間にアクティブ層を露出する段階と；上記ソース電
極及びドレーン電極などが構成された基板の全面に、上
記ドレーン電極の一部を露出する絶縁膜である保護膜を
形成する段階と；上記露出されたドレーン電極と接触し
ながら上記画素領域上に配置するように透明画素電極を
形成する段階を含む。
【００２１】本発明の特徴による薄膜トランジスタは、
ゲート電極とアクティブ層と上記データ配線から突出形
成されたソース電極とこれとは所定間隔離隔されたドレ
ーン電極で構成された薄膜トランジスタにおいて、上記
ソース及びドレーン電極と重なるゲート電極の両側辺は
内側に所定の角を有して折れて形成する。
【００２２】
【発明の実施の形態】以下、添附した図面を参照しなが
ら本発明による望ましい実施の形態を説明する。
--実施の形態--
本発明は、上記ドレーン電極とゲート電極間に発生する
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寄生容量を減らすために、上記ゲート電極の一辺中、ド
レーン電極と重なる部分は内側に折って形成することを
特徴とする。
【００２３】図４は、本発明による薄膜トランジスタが
構成されたアレイ基板の一部を概略的に示した図面であ
って、図５は、図４中、薄膜トランジスタが構成された
領域を拡大した拡大平面図である。以下、図４と図５を
参照して説明する。図示した通り、本発明による薄膜ト
ランジスタＴが構成されたアレイ基板１００は、相互交
差して画素領域Ｐを定義するゲート配線１０２とデータ
配線１１２を構成して、上記二つの配線の交差地点に薄
膜トランジスタＴを構成する。
【００２４】上記薄膜トランジスタＴは、ゲート配線１
０２と連結して走査信号の入力を受けるゲート電極１０
４と、上記ゲート電極１０４の上部に構成して、露出さ
れた部分がアクティブチャンネル（ａｃｔｉｖｅ ｃｈ
ａｎｎｅｌ）の役割を有するアクティブ層１０８と、ア
クティブ層１０８の上部の上部に構成し、上記データ配
線１１２に連結して映像信号の入力を受けるソース電極
１１４と、これとは所定間隔離隔されたドレーン電極１
１６と、上記アクティブ層１０８と上記ソース電極及び
ドレーン電極１１４、１１６間に設けられたオーミック
コンタクト層１１０を備える。上記画素領域Ｐ上には、
上記ドレーン電極１１６と接触する透明画素電極１２０
を構成する。
【００２５】前述した構成において、上記ゲート電極１
０４は、データ配線１１２方向と平行した第１及び第２
辺１０４ａ、１０４ｂを有し、上記第１及び第２辺１０
４ａ、１０４ｂ上部に上記ドレーン電極１１６の一部と
上記ソース電極１１４の一部が各々平面的に重なって第
１及び２重畳部１１６ａ、１１４ａを形成する。この
時、上記ゲート電極１０４は、ゲート配線１０２からデ
ータ配線１１２と平行した方向に第１長さｄ

1
を有する

ように延びている。
【００２６】このような構造において、上記ゲート電極
１０４の第１辺１０４ａと上記ドレーン電極１１６が重
なる部分は、内側に所定の角を有して折れたＶ字形状の
第１凹部１０５ａが形成されるように構成される。この
時、上記ゲート電極１０４の第１辺１０４ａの第１凹部
１０５ａは、データ配線１１２と平行した方向に第２長
さｄ

2
を有し、第２長さは、４μｍより大きくて第１長

さｄ
1
より小さな値を有する。

【００２７】図面では提示しなかったが、上記ゲート電
極１０４の第１凹部１０５ａと対称な形状の第２凹部を
ソース電極１１２と重なる第２辺１０４ｂにも同様に適
用できる。
【００２８】前述した構成において、上記ゲート電極１
０４を内側に折って形成するために、上記ゲート電極１
０４と重なるドレーン電極１１６の面積は、既存のもの
に比べて略１／２に減ることができる。結果的に、キッ

8
クバック電圧ΔＶ

P
値が減る効果により液晶パネルに発

生するちらつき（ｆｌｉｃｋｅｒ）現象またはイメージ
固着（ｉｍａｇｅｓｔｉｃｋｉｎｇ；残像）現象を防止
できるようになる。
【００２９】以下、図６を参照して、前述した構成で製
作されるアレイ基板の製造工程を簡単に説明する。図６
は、図４のＶＩ－ＶＩ線に沿って切断した断面図であ
る。（非晶質シリコン層をアクティブ層として用いる逆
スタガ（ｉｎｖｅｒｔｅｄｓｔａｇｇｅｒｅｄ）型薄膜
トランジスタが構成された液晶表示装置用アレイ基板を
例を挙げて説明する。）
【００３０】図示した通り、不透明な導電性金属を用い
て透明な絶縁基板１０１上にゲート電極１０４と、上記
ゲート電極から一方向へ延びたゲート配線（図４の１０
２）を形成する。この時、上記ゲート電極１０４は、以
後形成されるドレーン電極１１６と重なる一側辺を内側
に所定の角で折って形成する。
【００３１】場合によって、上記ソース及びドレーン電
極１１４、１１６と接触するゲート電極１０４の両側辺
をすべて内側に所定の角で折って形成することができ
る。
【００３２】また、ゲート電極の折れた形状は安定した
薄膜トランジスタの特性を確保するためにゲート電極の
突出された長さよりは小さく、４μｍ以上のピッチを有
することが有利である。なお、図６には、第１重畳部１
１６ａの幅Ｗ１と第２重畳部１１４ａの幅Ｗ２が描かれ
ている。
【００３３】上記ゲート配線１０２が形成された基板１
０１の全面に窒化シリコン（ＳｉＮ

x
）または酸化シリ

コン（ＳｉＯ
2
）を蒸着してゲート絶縁膜１０６を形成

する。次に、上記ゲート電極１０４上部のゲート絶縁膜
１０６上に非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）と不純物が
含まれた非晶質シリコン（ｎ+ａ－Ｓｉ：Ｈ）を連続し
て蒸着し、アクティブ層（ａｃｔｉｖｅ  ｌａｙｅｒ）
１０８とオーミックコンタクト層（ｏｈｍｉｃ ｃｏｎ
ｔａｃｔ ｌａｙｅｒ）１１０を形成する。
【００３４】この時、上記アクティブ層１０８とオーミ
ックコンタクト層１１０は、以後の工程で形成されるデ
ータ配線とソース－ドレーン部（ソース電極とドレーン
電極が構成される領域）と同一な形状でパターン化す
る。このようにする理由は、以後の工程で蒸着される金
属の付着（ａｄｈｅｓｉｏｎ）をさらに改善するためで
ある。
【００３５】上記アクティブ層１０８がパターン化され
た基板１０１の全面に導電性金属を蒸着してパターン化
し、上記オーミックコンタクト層１１０と平面的に重な
るデータ配線１１２と、上記データ配線１１２から一方
向へ延びたソース電極１１４とこれとは所定間隔離隔さ
れたドレーン電極１１６を形成する。
【００３６】前述した構成において、上記ドレーン電極
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１１６とゲート電極１０４の重なる面積は、既存のもの
に比べて略１／２の面積に該当するので、既存のものに
比べて寄生キャパシタンス値Ｃ

GD
が少なくなる効果を得

ることができる。したがって、上記ドレーン電極１１６
とゲート電極１０４の重なる面積から発生する寄生容量
Ｃ

GD
によるΔＶ

P
を減らすことができるために、鮮明な

画質を見せる液晶パネルを製作することが可能である。
【００３７】上記データ配線１１２とソース電極及びド
レーン電極１１４、１１６を形成した後、連続して上記
ソース電極とドレーン電極間に露出されたオーミックコ
ンタクト層を除去してアクティブ層の一部（すなわち、
アクティブチャンネル）を露出する。
【００３８】次に、上記ソース及びドレーン電極１１
４、１１６などが形成された基板１０１の全面に、ベン
ゾシクロブテン（ＢＣＢ）とアクリル（ａｃｒｙｌ）系
樹脂（ｒｅｓｉｎ）を含んだ有機絶縁物質グループの中
選択された一つをコーティングして保護膜（ｐａｓｓｉ
ｖａｔｉｏｎ  ｌａｙｅｒ）１１８を形成する。
【００３９】連続して、上記保護膜１１８をエッチング
して上記ドレーン電極１１６の一部を露出するコンタク
トホール１１８ａを形成する。
【００４０】次に、上記コンタクトホール１１８ａが形
成された保護膜１１８の上部に、インジウム－スズ－オ
キサイド（ＩＴＯ）とインジウム－ジンク－オキサイド
（ＩＺＯ）で構成された透明導電性金属グループの中選
択された一つを蒸着してパターン化し、上記コンタクト
ホール１１８ａを通して上記ドレーン電極１１６と接触
する画素電極（ｐｉｘｅｌ  ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１２
０を形成する。前述したような工程を通して液晶表示装
置用アレイ基板１００を製作できる。 *

10
*【００４１】
【発明の効果】前述したように、本発明によって上記ソ
ース電極及びドレーン電極の構造を変更してアレイ基板
を製作すれば下記のような効果がある。上記ゲート電極
とソース及びドレーン電極の重なる面積が減少するため
に、上記ゲート電極とドレーン電極の重なる面積から発
生する寄生容量を減らすことができるのでちらつきやイ
メージ固着現象を防止できる。したがって、鮮明な画質
の大面積液晶パネルを製作できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  一般的な液晶表示装置を概略的に示した図面
である。
【図２】  液晶表示装置用アレイ基板の一部を概略的に
示した平面図である。
【図３】  図１の中薄膜トランジスタが構成された領域
を拡大した拡大平面図である。
【図４】  本発明による液晶表示装置用アレイ基板の一
部を概略的に示した平面図である。
【図５】  図４の中薄膜トランジスタが構成された領域
を拡大した拡大平面図である。
【図６】  図４のＶＩ－ＶＩ線に沿って切断した断面図
である。
【符号の説明】
１０２：ゲート配線、
１０４：ゲート電極
１０８：アクティブ層
１１０：オーミックコンタクト層
１１２：データ配線
１１４：ソース電極
１１６：ドレーン電極

【図１】 【図２】
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生的寄生电容值C s 变小，从而不会发生闪烁。 因此，可以制造高质量
的液晶显示装置。
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